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ДИЙОДИД ОЛОВА, ЕГО ПОЛИМОРФИЗМ  
И СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА  
 
На основании результатов исследования светочувствительности дийодида олова в атмосферах 

различных газов, ее зависимости от давления, определения продуктов фотолиза в SnI2 с помощью квар-
цевого измерителя толщины и методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии делается вывод 
о его полиморфизме, роли кислорода в светочувствительных свойствах SnI2

 

, его механизме светочувст-
вительности. 

Введение 
Интерес к галогенидам тяжелых металлов (как в СССР, так и за рубежом) дос-

тиг своего пика в 60-70-х годах ХХ века и обусловлен был по иском светочувстви-
тельных сред, альтернативных традиционным галоидосеребряным фотографическим 
средам. 

Развитие бессеребряной фотографии обусловлено было, прежде всего, потреб-
ностями техники в светочувствительных материалах, обладающих новыми, по срав-
нению с галоидосеребряными материалами, характеристиками. Классический фото-
графический процесс на галогенидах серебра слишком громоздкий и медленный, 
не всегда отвечает возросшим требованиям его разрешающая способность. Другой 
важной причиной, стимулирующей прогресс бессеребряной фотографии, является 
острый дефицит серебра на мировом рынке. 

Стремительное развитие цифровой фотографии, казалось бы, решило все пере-
численные проблемы и отодвинуло на задний план бессеребряную фотографию. Од-
нако следует учитывать, что не во всех областях науки и техники на смену традици-
онным фотографическим слоям пришла цифровая техника. Сюда можно отнести час-
тично медицину, ядерную физику и другие области науки и техники. Кроме того, об-
наруженные эффекты светочувствительности бессеребряных структур полупровод-
ник–металл позволяют использовать их, например, в таких направлениях, как опто-
техника (голографические решетки, зеркала, микрошкалы, линзы и др.); электроника 
(фотошаблоны, элементы микросхем, CD-диски); вычислительная техника (запоми-
нающие устройства); литография (печатные формы); бессеребряная фотография (ре-
гистрирующие среды, получение  как позитивного, так и негативного изображения 
на одних и тех же слоях).  

То, что практический интерес с подобным разработкам не ослабевает, под-
тверждает такой факт: на IX Московском международном салоне инноваций и инве-
стиций (2009 г.) авторские разработки «Способ получения позитивного или негатив-
ного изображения на бессеребряных светочувствительных слоях» и «Способ нанесе-
ния рельефного изображения на диэлектрическую подложку» удостены золо-
той и бронзовой медалей соответственно. 

С теоретической точки зрения исследования физических закономерностей, про-
исходящих в квантово-размерных структурах, к которым относятся тонкопленочные 
светочувствительные структуры, представляют дополнительный интерес по той причи-
не, что физические процессы в них определяются квантовыми свойствами частиц. За-
коны, используемые для макротел, не всегда применимы для описания микрообъектов. 
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В связи с этим необходимы дополнительные исследования по определению физических 
закономерностей именно для наноструктур. 

В настоящей работе представлены результаты исследований полиморфизма, 
светочувствительности дийодида олова, предлагается модель его механизма светочув-
ствительности. 

 
1. Полиморфизм дийодида олова 
Еще в ранних исследованиях тонких пленок дийодида олова (SnI2), получен-

ных термическим напылением в вакууме на подложку, находившуюся при комнатной 
температуре, было замечено, что пленки получались желтого цвета, в то время как 
исходный порошок SnI2

Полиморфизм (от греч. рolymorphos – многообразный) – это способность неко-
торых веществ существовать в состояниях с различной атомно-кристаллической 
структурой [1]. Некоторым твёрдым телам свойственна не одна, а две и более кри-
сталлические структуры, устойчивые при различных температурах и давлениях. Та-
кие структуры называют полиморфными формами, или модификациями вещества, 
а переход от одной модификации к другой – полиморфными превращениями. Поли-
морфные модификации принято обозначать греческими буквами. Модификацию, ус-
тойчивую при нормальной и более низкой температуре, обозначают буквой α; мод и-
фикации, устойчивые при более высоких температурах, обозначают соответственно 
буквами β,  γ, δ и т. д. 

 был красным. Последующее медленное нагревание пленки 
в вакууме приводило к тому, что ее цвет изменялся на красный, который вновь стано-
вился желтым при повышении температуры пленки выше ~381 К. Много позже на ос-
новании этого было сделано предположение, что при определенных условиях в дийо-
диде олова имеет место полиморфное превращение α-SnI2-модификации в β-SnI2-
модификацию.  

Первое упоминание о возможном полиморфизме SnI2 приводится в работе [2]. 
Низкотемпературной фазе α -SnI2

Результаты исследований порошков и пленок методами ED XRF-анализа (энер-
годисперсионный рентгенофлюоресцентный анализ; отечественный термин – рентге-
норадиометрический анализ) и РФС-анализа (рентгеновская фотоэлектронная спек-
троскопия) показали, что соотношение количества олова и йода как в исходных по-
рошках, так и в напыленных из них пленках в обоих случаях оставалось неизменным 
и равным 1:2. 

 (порошок красного цвета) соответствует кристалли-
ческая структура моноклинной сингонии, пространственная группа симметрии  
(C2/m) с параметрами решетки a = 14.17 Å, b = 4.535 Å, c = 10.87 Å и β = 92.0° [2–4]. 

Несмотря на то, что ED XRF-анализ пленок подтвердил соответствие состава 
пленок стехиометрическому соединению SnI2

Таким образом, установлено, что дийодид олова (SnI

, рентгенограммы тонких пленок, полу-
ченных вакуумным испарением с молибденовых испарителей на стеклянные подлож-
ки при комнатной температуре, сильно отличались от рентгенограмм исходного по-
рошка. На рентгенограммах, полученных от пленок, в области углов 10° ≤ 2θ ≤ 110° 
наблюдались шесть рефлексов. Установлено, что вещество, полученное соскаблива-
нием пленки с подложки, обладает гексагональной кристаллической структурой с по-
стоянными элементарной ячейки a = 4.506 Å и  c = 6.946 Å [5,6].  

2) обладает явлением по-
лиморфизма и может находиться в двух модификациях: моноклинной α -SnI2 и гекса-
гональной β -SnI2. Модификация β -SnI2, обладающая свойством светочувствительно-
сти, образуется в результате нагрева α -SnI2 

 
модификации. 
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2. Исследования светочувствительности SnI2

Слои SnI

 в атмосферах различных га-
зов и ее зависимость от давления 

2

Для выяснения факторов, влияющих на светочувствительность слоев SnI

, нанесенные термическим вакуумным испарением на диэлектриче-
ские подложки (кварц, стекло, лавсан, бумага), обладают фотографической чувстви-
тельностью. Под воздействием света в них образуется в атмосфере воздуха видимое, 
а в вакууме скрытое изображение, которое становится видимым в вакууме лишь при 
одновременном облучении и прогреве слоя при 134–138°С [7]. 

2

Для исследования светочувствительных свойств тонких слоев использовались 
два пучка света, один из которых вызывал фотохимические превращения (его назы-
вают фотоактивным), а другой служил зондом, т.е. использовался для регистрации 
изменений пропускания (отражения). Длина волны света, использовавшегося в каче-
стве зонда, выбиралась вне области собственного поглощения полупроводника с та-
ким расчетом, чтобы по возможности не вызывать фотохимических превращений.  

, бы-
ли проведены измерения последней в атмосферах различных газов, а также воздухе 
как при атмосферном давлении и комнатной температуре, так и при различных давле-
ниях. Мерой эффективности фотохимических превращений являлась величина, об-
ратная экспозиции (произведение плотности потока излучения на время его воздейст-
вия) фотоактивного света, необходимой для того, чтобы вызвать одинаковые измене-
ния коэффициента пропускания либо отражения зондирующего луча. Эта величина 
называется светочувствительностью. 

Криостат с помещенным внутри него исследуемым образцом предварительно 
откачивался до вакуума ~ 5–10–5 мм рт.ст., а затем наполнялся газом под необходи-
мым давлением. После 10–15 минут выдержки проводилось измерение светочувстви-
тельности, величина которой пропорциональна изменению пропускания (оптической 
плотности) образца. При температуре 293 К в атмосферах аргона и азота, также как 
и в вакууме, пленки SnI2

При напуске в криостат NH

 были нечувствительны к падающему излучению в диапазоне 
300–520 нм. 

3 происходило разрушение тонких слоев SnI2 аг-
рессивной средой аммиака, что исключало возможность определения степени свето-
чувствительности SnI2 в этой среде. Это свойство тонких пленок SnI2 

Чувствительность пленок к падающим световым потокам в атмосфере кислорода 
примерно в три раза превосходит светочувствительность на воздухе при аналогичных 
условиях облучения. На рисунке 1 представлена зависимость светочувствительности S 
тонких слоев SnI

может быть ис-
пользовано в датчиках аммиака. 

2 от давления воздуха (кислорода) Р. Очевидна линейная зависимость 
светочувствительности SnI2 от давления кислорода в интервале 0,45 – 0,9 кГ/см2

По этому поводу можно высказать предположение, что светочувствительность 
пленок SnI

. 

2 объясняется взаимодействием двуйодистого олова с кислородом под дей-
ствием падающего излучения. В результате чего чувствительность должна изменяться 
пропорционально давлению. Действительно, в интервале 0,45–0,9 кГ/см2

В пользу высказываемого предположения о главенствующей роли кислорода 
газообразного, а не хемисорбированного O

 обнаружена 
линейная зависимостъ светочувствительности S от давления воздуха  (кислорода) 
в криостате (рисунок 1). 

2 на поверхности SnI2 в образовании его 
светочувствительности может говорить то обстоятельство, что при откачке криостата 
всего до 10-1–10-3 мм рт.ст. или продувании его азотом N2 происходит значительное 
падение светочувствительности, когда маловероятно удаление хемисорбированного 
кислорода. 
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Рисунок 1 – Зависимость светочувствительности  
тонких слоев SnI2

 
 от давления воздуха 

3. Oпределение продуктов фотостимулированных превращений в SnI2

На основании результатов исследований светочувствительности тонких слоев 
SnI

 
с помощью кварцевого измерителя толщины 

2 в атмосферах различных газов было обнаружено существенное влияние атмо-
сферного кислорода на образование продуктов фотостимулированных превращений 
в SnI2. Химические превращения, происходящие в SnI2 под действием света, сопро-
вождающиеся взаимодействием SnI2

Суть метода КИТ заключается в следующем. Известно, что принцип измерения 
толщины напыленного вещества с помощью КИТ основан на явлении изменения час-
тоты колебаний кварцевого резонатора (датчика) пропорционально массе напыленно-
го на него вещества: 

 с внешней газообразной средой, должны приво-
дить к изменению массы исходного вещества. С целью определения изменения массы 
исходного вещества был использован кварцевый измеритель толщины (КИТ). Метод 
КИТ не претендует на высокую точность, сравнимую с точностью метода РФС (рент-
геновской фотоэлектронной спектроскопии). Вместе с тем автор считает целесооб-
разным показать доступный и простой метод, позволяющий регистрировать фотохи-
мические преобразования, происходящие в светочувствительных слоях, при невоз-
можности проведения РФС-измерений. 

                                  ANNkkmf /µ==∆ ,                                    (1) 
 
где k – коэффициент пропорциональности, m – масса напыленного вещества. 

Несложно показать, что молекулярная масса продуктов фотостимулированных 
превращений µ2 связана с молекулярной массой двуйодистого олова µ1 и изменения-
ми частоты кварцевого датчика после напыления ∆f1 и после облучения ∆f2 соотно-
шением: 
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                                     1212 / ff ∆∆= µµ .                                                (2) 
 
Методика измерений состояла в следующем. На предварительно очищенный 

кварцевый резонатор в вакууме напылялась защитная пленка алюминия толщиной 
500 нм. Поверх алюминиевой пленки напылялся слой SnI2, в результате чего частота 
кварцевого резонатора изменилась на ∆f1 = 3,07 кГц. После облучения кварца на воздухе 
фотоактивным светом, частота резонатора увеличилась на 1,92 кГц, т.е. ∆f2 = 1,15 кГц. 
На рисунке 2 иллюстрируются результаты облучения кварцевого резонатора запы-
ленного SnI2. Из графика видно, что с течением времени частота резонатора возраста-
ет (это свидетельствует об уменьшении массы продуктов реакции) и достигает насы-
щения. Насыщение указывает на то, что все напыленное вещество прореагировало и 
образовались стабильные во времени продукты реакции. Из проведенных измерений 
и формулы (2) следует, что молекулярная масса продуктов реакции равна 140 а.е.м. 
На основании этого были высказаны предположения о том, что возможным продук-
том засветки тонких слоев, изготовленных из SnI2, могут являться оксид – SnO либо 
диоксид – SnO2
 

 [8]. 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость изменения частоты КИТ  
от длительности облучения тонких слоев SnI

 
2 

4. Исследования светочувствительных слоев SnI2

С целью определения и сравнения элементного состава тонких слоев SnI

 методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии 

2

РФС-измерения проведены на электронном спектрометре ЭС-2401 с использо-
ванием Mg K

, под-
вергнутых и неподвергнутых световому облучению, были выполнены исследования на-
званных слоев методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФС) [9, 10]. 

α (1253,6 эВ) излучения. Давление в системе составляло примерно 10–8

 

 Па 
до включения рентгеновской пушки. Измерения проводились методом съемки по точ-
кам, с шагом 1.0 эВ для общего сканирования (10–1000 эВ) и с шагом 0,2 эВ при скани-
ровании отдельных пиков: C 1s (282–292 эВ), Sn 3d (484–504 эВ), O 1s (530–539 эВ) и 
I 3d (617–639 эВ). В качестве внешнего стандарта использовалась линия C 1s (285,0 эВ). 
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Таблица 1 – Энергии связи и площади спектральных линий 
 

 
Линия 

до травления после травления 

 Eсв S, отн. ед. , эВ Eсв S, отн. ед. , эВ 
Пленка незасвеченная 

C 1s 285.00 1/2 374.54 285.00 170.36 
Sn 3d 487.71 5/2 3423.94 487.13 3683.84 
Sn 3d 496.10 3/2 2280.71 495.48 2452.97 
O 1s 532.42 1/2 505.75 531.26 231.36 
I 3d 619.96 5/2 4965.16 619.59 6290.26 
I 3d 631.47 5/2 3571.81 631.11 4113.99 

Пленка засвеченная 
C 1s 285.00 1/2 289.52 285.00 132.76 
Sn 3d 487.81 5/2 4631.90 487.30 6279.12 
Sn 3d 496.22 3/2 3054.44 495.72 4110.60 
O 1s 531.89 1/2 2004.67 531.31 1754.46 
I 3d 619.97 5/2 213.52 619.92 274.74 
I 3d 631.97 3/2 120.50 631.38 181.26 

 
В таблице 1 и на рисунках 3, 4 представлены результаты исследования методами 

РФС тонких слоев, приготовленных термическим испарением SnI2

На рисунке 4 приведены результаты измерений на тех же слоях, но после ионно-
лучевого распыления верхнего слоя с целью удаления адсорбированных на поверхно-
сти примесей (кислород, пары воды, углеводородные загрязнения и т.д.). На спектрах 
отчетливо заметны спин-орбитальные дублеты 3d

 в вакууме. При оп-
ределении площади пиков для вычитания фона использовался метод, предложенный 
Ширли [11], и аппроксимация формы кривой гауссианом. На рисунке 3 изображены 
данные РФС этих слоев до (3а), и после засветки (3б).  

5/2 и 3d3/2, соответствующие фотоио-
низации атомов олова и йода. Отношение интенсивностей этих линий равно 2:3. Сим-
волом А помечены линии Оже (Auger). На присутствие в слое кислорода указывает 
спектральная линия O 1s1/2

Как следует из спектров, представленных на рисунке 3, в результате засветки 
тонкой пленки йод из анализируемого слоя практически полностью возгоняется. Вме-
сте с тем интенсивность линии, отражающей содержание кислорода, существенно воз-
растает. На основании этого экспериментального факта можно утверждать, что в ре-
зультате облучения светом дийодида олова на воздухе происходит «фотоокисление» 
олова и удаление йода из слоя, что должно приводить к уменьшению толщины пленки. 
Аналогичное изменение толщины в тонких слоях галогенидов свинца было отмечено 
авторами работ [12]. 

, расположенная между пиками олова и йода.  
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Рисунок 3 – Результаты РФС-исследований пленок: а) незасвеченная  
и б) засвеченная (время засветки ~30 мин), без предварительного ионного травления 
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Рисунок 4 – Результаты РФС-исследований пленок: а) незасвеченная и б) засвеченная 
(время засветки ~30 мин), после ионного травления (t = 3 мин, I = 4 мкА) 

 
Объем «фотоокисленного» олова меньше объема необлученного дийодида оло-

ва, поэтому происходит сжатие экспонированных участков кристаллов дийодида олова. 
Это приводит к деформациям в экспонированных областях. Количественные данные 
об относительной концентрации элементов в пленках приведены в таблице 2. Соответ-
ствующие концентрации элементов рассчитаны по формуле: 
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Snвав

вавSn

Sn

вав

I
I

n
n

⋅σ
⋅σ

≈
−

−− , 

 
где n – концентрация исследуемого элемента, σ – сечение фотоионизации выбранного 
энергетического уровня элемента рентгеновским излучением (таблица 3) [13], I – ин-
тенсивность спектральной линии, нормированные относительно олова (Sn). 

 
Таблица 2 – Относительная концентрация элементов в пленках 

 
Элемент до травления после травления 

Пленка незасвеченная 
Sn 1.000 1.000 
I 1.182 1.137 
O 1.450 0.874 

Пленка засвеченная 
Sn 1.000 1.000 
I 0.050 0.019 
O 3.064 2.143 

 
Таблица 3 – Сечения фотоионизации электронных уровней атомов элементов  
рентгеновским излучением, отнесенные к уровню C1s 

 
Атом Z 1s 3d1/2 3d3/2 5/2 

O 8 2.85   
Sn 50  11.1 16.1 
I 53  13.3 19.3 

 
Из таблиц 1, 2 следует, что после травления, в результате которого удалялся по-

верхностный, загрязненный слой, существенно изменяется относительное содержание 
кислорода и углерода. Последнее обстоятельство может свидетельствовать об адсорбци-
онном происхождении большей части кислорода и углерода в пленке при синтезе. Для 
наглядности содержание элементов веществ и соединений в пленках до и после воздей-
ствия света, определенное методом РФС, приведено на рисунке 5 а, б в виде диаграмм. 

В процессе травления содержание SnI2 и SnO2

 

 как в незасвеченной, так и в засве-
ченной пленке меняется незначительно (рисунок 5). Избыток свободного кислорода, ад-
сорбированный поверхностным слоем, почти полностью удаляется после травления.  
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Рисунок 5 – Пленка а) незасвеченная и б) засвеченная 

 
В обоих случаях травление поверхности приводит к заметному уменьшению со-

держания углерода в поверхностном слое, большая часть которого обусловлена слоем 
углеводородов, оседающих на образце в результате проникновения в объем спектро-
метра паров диффузионного масла, дегазации органических прокладок и т.д. Остав-
шийся в пленке углерод можно объяснить загрязнением в процессе приготовления 
пленки, как, впрочем, и существование в незасвеченной пленке SnO2

Как и в незасвеченной пленке, в пленке, подвергшейся воздействию света, кон-
центрация углерода после травления снижается более чем в два раза. По сравнению 
с незасвеченной пленкой после аргонного травления остается больше кислорода, что 
можно объяснить проникновением кислорода вглубь образца в ходе засветки вследст-
вие возникновения деформаций, о которых упоминалось выше. Уменьшение содержа-
ния углерода в засвеченной пленке по сравнению с незасвеченной объясняется особен-
ностями самой засветки. Одновременное воздействие на пленки света и температуры 
выше комнатной способствовало испарению легколетучих углеводородов с поверхно-
сти даже из более глубоколежащих слоев пленки. 

 (довольно низкий 
вакуум в системе при синтезе). 
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Таким образом, на основании результатов исследования светочувствительности 
дийодида олова в атмосферах различных газов, ее зависимости от давления, определе-
ния продуктов фотолиза в SnI2 с помощью кварцевого измерителя толщины и методом 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии можно сделать вывод о том, что облу-
чение таких пленок интегральным световым потоком приводит практически к полному 
превращению SnI2 → SnO2

 
, следствием чего и является обесцвечивание пленок. 

5. О механизме светочувствительности SnI
Рентгеновскими методами (рентгено-спектральный, РФС-метод, оже-

спектроскопия) установлено, что конечным продуктом засветки SnI

2 

2 является SnO2

Первая стадия – электронная, поскольку предполагается, что в начальный момент 
под действием света в веществе разрушаются связи, в результате чего могут появляться 
свободные электроны, ионы, атомы. Вторая – ионная стадия включает диффузию атомов 
(ионов) к местам агрегации и образование новых соединений. Эту стадию называют 
диффузионной. Если электронная стадия в твердом теле связана с переносом заряда, то 
характерной особенностью ионной стадии фотолиза является транспорт массы. 

. 
Фотолиз (или фотодиссоциация) твердых тел, к которым принадлежит йодид олова, яв-
ляется сложным процессом и состоит, на наш взгляд, из двух основных стадий. 

Процесс переноса электронов к поверхности твердого тела или от нее сопровож-
дается образованием двойного слоя. Двойной слой может возникать за счет инжекции 
носителей заряда в зону полупроводника или экстракции их из нее, поскольку при этом 
плотность носителей тока (особенно вблизи поверхности, где влияние электрических 
контактов наиболее велико) существенно изменяется. Вторым примером может слу-
жить фотоотклик полупроводника. Фотоэлектроны, возбужденные светом из валентной 
зоны в зону проводимости, часто возвращаются в основное состояние через поверхно-
стные центры (центры рекомбинации). Поэтому существующий вблизи поверхности 
двойной слой решающим образом влияет на скорость такого процесса. 

Сформированный в результате переноса зарядов двойной слой на поверхности 
полупроводника следует интерпретировать как пространственный заряд, образованный 
распределенными в твердом теле ионами. Как электрические, так и химические свойст-
ва твердого тела значительно изменяются при образовании на его поверхности двойно-
го слоя [14].  

Образование двойного слоя на поверхности полупроводника может объяснить 
фотохимические преобразования, происходящие в тонких пленках дийодида олова 
на диэлектрике (стекло). 

 
Рисунок 6 – Схематическое изображение двойного слоя 
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Известно, что кислород не может длительное время существовать в атомарном 
состоянии. Довольно быстро атомы его группируются в молекулы, и химическая ак-
тивность кислорода при этом понижается, но остается достаточно высокой. Молеку-
лярный кислород, абсорбированный открытой поверхностью полупроводника, является 
центрами захвата свободных электронов, образованных в результате превращения иона 
йода I– в нейтральный атом Iо

 и свободный электрон е– (рисунок 6). Иод не взаимодей-
ствует непосредственно с благородными металлами, инертными газами, кислородом, 
азотом, углеродом. Иод испаряется в виде молекулы I2. Молекула кислорода способна 
захватить два свободных электрона, превращаясь при этом в ион . На следующем 
этапе происходит соединение иона олова Sn2+с ионом кислорода, завершающийся обра-
зованием молекулы SnO2

 
: 

I– + hν→Io + e–

O
, 

2 + 2e– → , 
+ → SnO2

Заключение 
 . 

Установлено, что дийодид олова (SnI2) обладает явлением полиморфизма и мо-
жет находиться в двух модификациях: моноклинной α -SnI2 и гексагональной β -SnI2. 
Модификация β-SnI2, обладающая свойством светочувствительности, образуется в ре-
зультате нагрева α-SnI2

На основании результатов исследования светочувствительности дийодида олова 
в атмосферах различных газов, ее зависимости от давления, определения продуктов 
фотолиза в SnI

-модификации.  

2 с помощью кварцевого измерителя толщины и методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии делается вывод о том, что облучение тонких пленок 
интегральным световым потоком приводит практически к полному превращению 
SnI2 → SnO2

Воздействие световых излучений на тонкопленочные структуры приводит к со-
стоянию термодинамической неравновесности, связанной с отклонением функции рас-
пределения атомов по энергии от термодинамического равновесия. В этих условиях 
энергия возбуждения расходуется на отрыв электронов от ионов иода с последующим 
образованием молекулы иода и его возгонкой из слоя. Образовавшиеся свободные 
электроны захватываются молекулами абсорбированного кислорода с последующим 
электростатическим их взаимодействием с ионами олова. Процесс завершается образо-
ванием молекулы SnO

.  

2
 

. 
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V.S. Kostko. Tin Diiodide, its Polymorphism and Light-sensitive Properties 
 
On the basis of the research results of tin diiodide light-sensitivity in the atmospheres of different gases, 

its dependence on pressure, finding the resultants of photolysis Snl with the help of quartz gauge of thickness 
and by the method of X-ray photoelectronic spectrography the author comes to the conclusion about its poly-
morphism, the role of oxygen in the light-sensitive properties of Snl, its mechanism of light-sensitivity. 
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